
 

図 1 大面積HBTのガンメルプロット 

 

図 2 電流利得のスペーサ層厚依存性 

歪 GaAsスペーサ層を有する MOCVD成長 GaAsSbベース HBTの電気特性 
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【はじめに】THz領域での応用が期待される広帯域 InP/GaAsSb/InP HBT は、高電流利得化するた

めに InP エミッタ/GaAsSb ベース界面の高品質化が必須である。InP 層成長前に、As 雰囲気下に

GaAsSb を暴露し表面の過剰 Sb を除去する手法が報告されているが、暴露時間の最適化が必要で

ある。我々はこれまでに、より簡便な界面形成方法として、GaAsスペーサ層を InPエミッタ/GaAsSb

ベース界面に挿入する HBT 構造を提案し、界面急峻性の向上を報告した[1]。今回は、実際に HBT

を作製し、GaAsスペーサ層が HBTの電気特性に及ぼす影響について評価した結果を示す。 

【実験】半絶縁 InP 基板上に、InP コレクタ層、GaAsSb ベース層(p = 4  10
19

 cm
-3

)、0  5 nmの

GaAsスペーサ層、および InP エミッタ層からなる HBT をMOCVD により成長した。外部ベース

層を暴露した状態で TLM パターンを作製し、ベースシート抵抗値(RB)を評価したところ、GaAs

スペーサ層が無い試料では 2040 /sq.であったが、GaAsスペーサ層厚の増大に伴い RBは減少し、

5 nmの試料では 1250 /sq.と、設計値とほぼ同程度であった。静的電気特性評価のために、コン

タクトリソグラフィとウェットプロセスによりエミッタサイズ 25  100 m四方の大面積 HBTを

作製した。また薄層 InP レッジ[2]を有するエミッタ幅 0.25  0.5 mの微細 HBTを作製した。 

【結果および考察】図 1に大面積 HBTのガンメルプロ

ットを示す。GaAs スペーサ層 2 nm 以下の時、IBの理

想係数は 1.1程度であった。しかし、5 nmまで増大さ

せると、歪緩和等の影響により再結合電流が増大し、

理想係数は 1.3  1.5 まで増大した。JC = 6 A/m
2のと

きの電流利得(IC/IB)の GaAsスペーサ層厚さ依存性を図

2に示す。0 nmから 2 nmと増大させたとき、界面品質

の向上により、低電流密度での電流利得が 25 から 30

へと増大した。3 nm以上では電流利得は著しく減少し

た。以上から 2 nm が最適な厚さと判断し、微細 HBT

を作製した。エミッタサイズ 0.5  4 m
2の HBTにおい

て、JC = 5 mA/m
2のとき電流利得 90以上を得た(RB:  

1300 /sq.)。当日は高周波特性についても議論する。 
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